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CIS系太陽電池とは、Cu、In、Seを主成分とし、これにGaやSなどを含有するI-III-VI2系化合物を光吸収層とした太陽

電池の総称である。多元系化合物として多くの派生材料が存在し、太陽電池の他にも様々なエネルギー変換デバイス
への応用が期待される材料群でもある。CIS系太陽電池はすでに実用化もされているが、アルカリ金属効果やその制

御など、未解明でさらなる研究が必要とされる課題も多い。細分化が進む多元系カルコゲナイド材料の研究において、
CIS系太陽電池の発展と応用を見据え基礎に立ち返り、研究開発課題を整理することは重要である。特に、多結晶材
料からなるCIS系太陽電池ではバルク同様に界面や粒界におけるキャリア再結合の抑制は重要であり、開放電圧や

曲線因子などの太陽電池パラメータ改善に繋がる技術開発は恒久的な課題である。最近我々は、英国王立化学会が
刊行するPhysical Chemistry Chemical Physics誌に、CIS系太陽電池の今後の展望について最新の研究成果を交
えながらPerspective論文としてまとめた[1]。ここではその内容をダイジェストで紹介する。
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(1)アルカリ金属添加制御とCIS系光吸収層表面や粒界の銅欠乏相
層との関係、(2)単結晶Cu(In,Ga)Se2薄膜を用いた物性評価とデバイ
スの評価、(3)Ag系とCu系の違い、(4)新しいCuGaSe2製膜方法の提
案、(5)オールドライプロセスによるCdフリー高効率CIS系太陽電池、
(6)開放起電圧損失の解析、(7)正・逆光電子分光法による界面エネル

ギーバンド構造解析について、最新の研究成果を交えて今後の展望
と研究開発課題の整理を行った。特に、これからの重要課題の一つと
して曲線因子（FF）の改善が挙げられる。
各内容の詳細については、右記参考文献をご参照頂きたい。
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三段階法の第一段階で用いるプリカーサの違いに
よって最終的に得られる薄膜の元素分布の違い

Ga系はIn系と比較して第二段階で
形成されるCu2-xSeが膜中に拡散
しにくい

CdフリーオールドライプロセスによるCIS系太陽電池（立命館大）

第一段階でCuとSe、第二段階でGaとSeを
供給する二段階法で作製したCuGaSe2太陽
電池

効率 6.81%、VOC 609 mV、JSC 19.2 mA/cm2、FF 58.3%

CdフリーオールドライプロセスによるCIS系太陽
電池のエイジングによるパラメータ変化

エイジングによる硫化インジ
ウム化合物の形成を確認

Cdフリー、オールドライプロセスで
変換効率22%
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